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近年，大規模太陽光発電システムにおいて，電圧誘起劣化（PID）と呼ばれる劣化現象が問題となってい
る [1]．これまで，PIDの現象解明および寿命予測のために，モジュールレベルの様々な試験法が用いられ
てきた（例えば Ref. [1]）．しかしながら，これらの方法では劣化したセルをモジュールから取り出して材
料分析に供することが困難であり，このことが劣化の本質的な原因を調査する上での妨げとなっていた．
以上の背景より，モジュールに類似した積層構造に対して電圧を印加し PIDを再現するセルレベルの試
験が開発された [2]．この手法は過去のいくつかの研究 [3, 4]で利用されてきたが，これまでにその劣化挙動
の詳細が報告されたことはない．本研究では，この種の PID試験における劣化挙動を調査し，モジュール
の PID試験結果と比較しながら PID挙動をうまく再現する試験条件を模索することを目的とする．
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Fig. 1: Schematic diagram of the cell-level
PID test setup.
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Fig. 2: Dependence of Rp of the cell and
the module on PID-stress duration in cell-
level and module-level PID tests, respec-
tively.

本実験の試料として，市販の p型結晶シリコン太陽電池セル
を用いた．セルレベルの PID試験は，Fig. 1のような構成の
PID試験装置にて，セル直下の 65 ◦Cに昇温したステージを基
準に，ガラス上に配置した重さ 3 kgの電極に対して+1000 V

の電圧を真空中で印加する事により行った（この向きの電圧を
印加することは，通常の PID試験において，ガラス表面を基
準にセルに負の電圧を印加することに対応する）．ガラスには
熱強化ソーダライムガラスを，高分子のシートには 1014 Ω·cm
程度の体積抵抗率を有する典型的なエチレン酢酸ビニル共重合
体（EVA）を用いた．比較のために実施したモジュールレベル
の PID試験は，65 ◦Cの乾燥した環境で，モジュールのガラ
ス表面を基準にセルに対して−1000 Vの電圧を印加し行った．
Fig. 2には，セルレベルおよびモジュールレベルでのPID試
験における並列抵抗 Rpの時間変化を示している．Rpの値は，
暗電流特性の逆バイアス側の傾きから算出した．モジュールレ
ベルの PID試験では Rp が顕著に減少し，およそ試験 6日後
に飽和する傾向を示している．一方，セルレベルの PID試験
においてはRpの減少は確認されるものの，その減少幅は非常
に小さく，モジュールレベルの劣化を再現しているとはいえな
い．この原因のひとつとして，セルをラミネートしていないこ
とに基因するガラス／ EVA間，あるいは EVA／セル間の高
い界面抵抗が挙げられる．劣化を再現するためには，界面抵抗
を低減した上で，より厳しい温度，電圧条件で PID試験を行う必要があると考えられる．
講演では，試験条件が劣化挙動に与える影響や，本手法を n型結晶シリコン太陽電池に適用した結果に
ついても報告する．
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